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一、设计满足下列要求的电路图，要求使用的 MOS 管最少。（15 分） 

1．用静态互补 CMOS电路实现逻辑关系 CDABDY  ；（8分） 

2. 用动态电路级联实现逻辑功能 ABCY  ，画出其相应的电路图。（7分） 

二、分析如图所示 CMOS 电路的工作过程和功能，并画出 CP1、 1CP 、CP2、 2CP 和 CP3时序图。

假设 Q 的初始值为 0，画出 Q 的波形。(15 分) 
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三、求如图所示的 CMOS 反相器在理想阶跃输入情况下的上升和下降时间。设 ,TP TNV V 分别为

PMOS 和 NMOS 的阈值电压， ,P NK K 分别表示 PMOS 和 NMOS 的器件跨导。(15 分) 
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四、 如图所示是一个 CMOS 版图，采用 0.25um 双阱 CMOS 工艺，NMOS 宽长比 6λ/2λ，PMOS

宽长比 6λ/2λ。（15分） 

1）画出晶体管级电路图； 

2）请标出各部分名称： 

P 阱（P-Well）；N 阱（N-Well）；金属线（Metal 1）；多晶硅（Poly）、N+扩散层
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(N-diffusion)、P+扩散层(P-diffusion)、各类通孔(Vias)； 

3) 标明版图尺寸（MOS管使用指定尺寸，其它版图使用最小尺寸）。 

 

五、设 N型扩散层（n-diffusion）的方块电阻 Rndiff=2Ω/□，N 型扩散层底部电容（bottomwall 

capacitance）Cndiff, bot为 0.6fF/um2,N 型扩散层侧壁电容（sidewall capacitance）Cndiff, side

为 0.3fF/um，λ=0.25um。计算图示所示的漏极寄生电阻与寄生电容。（20 分） 
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六、推导 CMOS 反相器的充放电功耗、静态功耗、短路功耗公式。（20分） 

 

 


